OEM:Valvo Transistor BF871 Datasheet

Silicon NPN Transistor

BF871

300/300V / 100mA

DATASHEET

OEM - Valvo

Source: Valvo Datenbuch Transistoren 1989

Datasheet Rev. 1.0 — 10/20 — data without warranty / liability



OEM:Valvo Transistor BF871 Datasheet

BF 869
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SILIZIUM - NFN - PLANAR - TRANSISTOREN,
mit Komplementlirtypen BF 870 bzw. BF BTZ
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Kurzdatens BF 869 BF BT1
Eollektor=Sperrspannung UI:I g ™ max. 250 oo vV
Kollektor-Emi tter-Sperrspannung uﬂl g = max. 280 v
U[:‘ g = max. a0 v
Eollektorstrom, Scheitelwert IC N = max. 100 mA
Gosamtverlustleistung bei 'UE 25"¢ Ptnt = mAX. 1,8 W
bei .EE 25°¢ Proe = BaX. 5,0 W
Sperrschichttemperatur I'J = BAX. 150 °c
Gleichstromveratirkung 3
bei U“-M‘o'ul IC-EBH B - 5D
Transit-Frequens 3
bei UEH = 10 V und -IE = 10 mA !'.I' - 60 MHz
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Absalute Grenzwerteg

Eollektor=Sperrspannung bei I‘ = 03
Eollektor<Emitter-Sperrspannung

bei III = 03

bei R“ = 2,7 ki

Emitter=Sperrspannung |bei Ic = 0g
Eollektorstrom, Mittelwert:
Eollektorstrom, Scheitelwert:
Gesamtverlustleistung bei 8 £ 25%:

bei 8 $ 25%;
Sperrschichttemperatur:
Lagerungs temperaturs

Wirmewiderstand:

gwischen Sperrschicht und Umgebung:
gwischen Sperrschicht und Montageflansch:

Eennwertes

bei IJ = 25'[:. sofern nicht anders angegeben

Eollektor-Restatrom

bei Ix-[‘.inndllcn-RH-I]‘il'l

Eollektor-Emitter-Reststrom

bei lm = 2,7 ki und ]'TCE = 300 Vi

bei Ry, = 2,7 k@, Uy, = 200 V, 8, = 150°Cy

Emitter-Reststrom
bei IE-DMDEH-E‘\’:

Eollektor-Emitter-HF-Restspannung
bei I, = 25 mA und 8, = 150°cs

J
Basisspannung
bei Uop = 20 V und I,

Gleichstromverstirkung
bei 'l]‘::n =20V und I,

Transit=Frequenz
bei Unn = 10 V und -]:H = 10 mA:

Rilekvirkungakapazitit
bei ucn-auv. IE-D" f = 1 MHz:

= 25 mi:

= 25 mi:

Uep o = mox:
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